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Bcschrcibung 



Die vorliegende Erfindung bctriffi cin HerslcUungsver- 
fahrcn eincrK8lh!eitervonichtung und hefrirTt insbesondcrc 
sowohl cine Sirukiur eines Gchiiuscs eines Hochfrtqucnz- 
Halblcitcrulcnients, wic zum Bcispid eines GaAs-FET, als 
auch cin Ilereicllungsvcrt'ahren des Halbleilcrclcments. 

Bei cinem I hlblcuergchause, das in cincm Hochfre- 
quen/.banrt. genauer gesagt dem C-Band Oder deni Ku- 
Bund, vcrwcndci wird, kommi cine Substanz, wic zum Bei* 
spiel Irpoxirfharv.. das eine hobc Diclektrizitaiskonslame 
■ aulwcisu in engen Kontakt zu cinem Halbleilcrchip in ei- 
nen- im ull^cnicincn vcrwcndeicn GuBgehausc, wodurch 
sich cine Panisilarkapazital crgibt und sich die Charakieri- 
siikcn tics Hulhlciicrgchauses verschlcchtem. Urn eine dcr- 
anige Parj.siiarkupu/jiai zu vcrhindern. wild im allgemeinen 
cin GchSusc. ilas einen Ilohlraum aufwcisu zum Verkapscln 
des Uulblciicrchip verwendcl. so duB LuA die obcrc Flacbc 
desTIalhleiieTchipuingihi. • • . •• 

In) GegcnsuU /u dem im allgemeinen verwendeten PreB- 
spriizgcbausc bringt das llohlraurngehausc die folgenden 
Nachlcilc mil sich und Icidci dahcr unter negativen Aspek- 
icn hinsiehilich der lirgicbigkcil und den Kosten. 

Als crMes musscn, wenn Gehause als getrennte Tcile be- 
lurdcn wcrdcruilu.* Gehause haufig wahreud MonLage/Test- 
vcrfuhrcn in uniorsohiedHchen Anordnuogen neu angeord- 
nel werden. 

Wciicrhin kttoncn. wenn cin Ffcrderband zum Befbrdern 
der Gehause verwcndei wird, die Gehause nacb einem Eiu- 
wirken eines sehr klcincn physikalischen StoBes in wiltkur- 
licbe Anordnungcn gebrachi werden. Wcitcrhin gibt es in 
dem Fall, in dew cin TOrdcrband zum Befbrdern der Ge- 
hause vcrwotuhn wjnJ, cine Beschrankung binsichdich der 
Anzahl von Cehiiusen, die von einer DUtomatischen Ma- 
tching vorarbeiici werden, was eine Brgiebigkeit des Halb- 
leiiergehauscs vcrschlechterL 

Als zwcites werden Shnlich wie in dem Fall mit einem 
Leiterrahincn untcr Vcrwendung eines Hartfotfullrnaterials 
a us Ag gcircnnic Gehause auf cinen Metallrahmen harigelo- 
tel. urn eine Hrgiebigkeit zu verbessem, so daB die Gehause 
derail ban gc lot el werden, dafl sic die Struklur cincs im all- 
gemeinen vcnvcndeicn vcrgossenen Lelterrahmens anneb- 
mcn. Id diescm crhoht jedoch ein Hartlolen die Herstcl* 
lungskosten. Ebenso miisscn auch binsichllich einer Ergic- 
bigkeit die gcircnnicn Gehause im Nfcrlauf eines Verkapse- 
lungsverfahrcns cinzcln verkapselt werden, Daher ist das 
Hohlraumgchausc hinsichtlicb einer Ergiebtgkeit nachteiiig 
gegenttber dem GuBgehause. 

Die vorliegende Erfindung ist geschaffen worden, um das 
Problem im Stand der Technik zu idsen, und die Aufgabe 
der vorliegendcn Erfindung be&tcht demgemSB darin, ein 
Herstcllungsvcrfahren einer in einem Hohlraumgchause 
vcrkapselten Halblciicrvorrichiung zu schaffen, das eine 
Vcrschlechterung der Hochfrequenzcharakteristiken der 
Haibleitervordchiung verhindert, wahrend die gleiche Er- 
giebigkeit und die gleichen Kosien sichergesielli werden, 
wie sic durch das GuBgchausc erzieil werden, 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemitfi mil den in An- 
spruch 1 aagegebenen M&Bnahmen gelOSL 

Wcitere vorteiJhaflc Ausgestallungen der vorUcgcnden 
Erfindung sind Gcgcnsiandder abhangigen Anspriiche. 

GcmaB einem Aspckl der vorliegcnden Erfindung wird 
bei einem Hersiellungsvcrfaiiren einer Halbleitervorricl)- 
lung ein Halbleilcrchip in jedem einer Melirzahl von Hohl- 
raumcn untcrgcbrachi, die in der Hsupiflache cincs plaltcn* 
iihnlichcn Tragersubstrets ausgebildet sind. Ein plattenahn- 
b'ches Deckelieil wird auf die Hauptflache des Trfigcrsub- 
suats geklcbt, Wcitcrhin werden das verklcbie Tragersub- 



siraV und* das Deckcltcil eoilang jedes Jtaurns zwischen an- " 

. grenzenden Hohlraumen . getrcnai und wird. dahcr eine 
Mchrzahl von Halblcilorvorrichlungcn ausgebildet, wclche 
jcweils den Halbleilcrchip heinhallcn. 

s GemaB einem weilcren Aspekt der vorliegendcn Erfin- 
dung konnen bei dem Verfahren eine Mchrzahl von Durcb- 
gangslochcm in dem Trfigersubstrai zwischen angrenzenden 
Hohlraumen ausgebildet werden. 
Wcitcrhin kann gcmaB einem andercn Aspekt der vorlic- 

10 genden Erfindung bei dem Verfahren das. TrSgersubstral 
durch Vcrkleben eines crstcn plauenfihnlichcn Substrais und 
eines zweitcn plailcnahclichen Subsixals ausgebildet wer- 
den, in welchcro eine Mchrzahl von anderen Durcbgangsld- 
chern zum Ausbilden einer Mchrzahl von Hohlraumen aus- 

15 gebildet sind. 

Die vorliegende Erfindung wird nachsiehccd anhand von 
AusfUbrungsbeispielen untcr Bezugnahme auf die beilic- 
gende Zcichnung nahcr crlautcru 
Es zeigen: 

20 Jig. 1 eine perspekdvische Ansicht eines Tragergchause- 
substrats und von Deckelteilen, bevor sie miteinander ver- 
klcbt werden; 

Fig. 2A bis 2C Querschniltsansichten zum Bcschreiben 
der 6'truktur eines Hahlraunigehauses und eines Herstel- 
25 lungsverfahrcns geu£G eincin crsien Ausfuhrungsbeispiels 
der vorliegcnden Erfindung; * 

Fig, 3a und 3B eine perspektivisebe Ansicht bzw. cine 
vergroBcrte Teildraufsicht der Struklur des Tragergehaasc- 
substrats; 

30 Frg. 4 cine vergroSertc Teilquerschnittsansicht des vcr- 
kapselten Iragergehauscsubstrats; 

Fig. 5 cine vergrOBerte Teildraufsicht cincs Hohlraumgc- 
liSuses gcmaB einem 2wdten Ausfuhrungsbcispiel der vor- 
Hegenden Erfindung; 
35 FSg. 6 eine vergroBcrte Teilquerschnittsansicht eines 
Hohlraurngchauses gem SB cinem dritten Aiisfuhrungsbci- 
spiel der vorliegendcn Erfindung; und 

Pig. 7 eine perspekliviscbc Ansicht cincs fur ein Hohl* 
raumgehSusc gemSLB einem vienen.Ausfubrungsbeispiel der 
40 voriiegenden Erfindung verwendeien Dcckelteib. 

Es folgt die Bcschrcibung von* Au^fulirungsbeispiclcn der ' 
voriiegenden Erfindung. Durchgfingig durch die 2cichnung 
sind gleiche Bezugszeichen gleichen oder eotspxecbendec 
Elemcnten zugewiesco und wicdtrholte Erklajungcn wer- 
45 den vereinfachl oder weggelasscn. 

Nachstehend crfolgt die Bcschrcibung eines crsten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorhegendeh Erfindung^ 

Die FJg. 1 bis 4 zeigen Darsteliungcn zum Beschrciben 
des crsten AusfUhrungsbcispiels der vorbegenden Erfin- 

50 dung. Fig. 1 zeigt eine pcrapekdvischc Ansicht* die cin TVa- 
gergeliSuscsubstrat und Dcckellcilc d'arstellt, bevoi jic mit- 
einander verklebt werden; die Fig. 2A bis 2C zeigen Quec- 
schnittsansichten zum Bescbteiben der Struklur eines Hohl- 
raumgehauses und seines Herstellungsverfahrcns; die Fig. 

51 3A und 3B zeigen Darsteliungcn zum Beschrciben der 
Siruklur des Tragc^geh<iusesubstrats, wobci Fig. 3A eine 
pcrspektivischc Ansicht tcigi und lHg. 3B cine vergroBcrte 
Teildraufsicht zeigt; und Fig. 4 zcigt eine vergrdBerte Teil- 
querschnittsansicht des TOgdgchausesubslrais, nachdem cs 

60 verkapselt worden isL 

Wie es in den Fig. 1 bis 2C gczcigtist, bezeichnet das Be- 
zugszeichen 1 ein Irtlgergchausesubstral (hier iin weiieren 
Verlauf ZUr Vereinfachung als ein "TragersubstraT bczeicll- 
ntt, wenn es erforderlich ist). nas zu einem Hohlraumge- 

65 hausc gchon; bezeichnet das Bezugszeichen 2 cin Dcckcl- 
tcil, bezeichnet das Bezugszciclien 3 einen lagenahnlichcn 
Klebstoff; und bezeichnet das Bezugszeichen 4 einen Hobl- 
raum in dejn Tragcrsubstrat 1, Wic cs in den Fig. 2A bis X 1 
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gezeigt isi. wcrdca die Dcckcllcilc 2 mitiels des KtebstofTs 3 
an die vordcrc Flacbc (Havptflachc) des Triigersubsirais 1 
gcklebL 

Wic es i n den Fig. 2A und 2B gezeigt ist wild das Trager- 
subsirai 1 durch mUeinander \fcrkleben eines unieren ersien 
Substrats 1A und eines obcren zwcilen Substrats IB ausge- 
bildet Das erstc (unterc) Substrat 1A wcisl cine planenahn- 
licbe Form und eine verhiiltnismaflig groBc Abmessung auf 
und ein leiiendes Muster (nicht gezeigt) isi als cine Elck- 
irodc auf scincrObcrnUcbe (das heiBiin der Zcichnung eincr 
obcren Oberflache) ausgebildet. Das Icitcndc Muster ist nut 
eincr frriliegenden ex tern en Elektrodc verbunden, die auf 
der ROckseite (das hciBt in der Zeichnung eincr unieren 
Oberflflche) der ersten Substrate 1A vorgesehen ist 



(2) zum Zuiassen, daB der Endbenutzer bcsiimmen 
kann, ob zu dem Zciipunki cincs sckundarcn Monlagc- 
vorgangs ein Lotkcgel ausgcbildet worden ist Oder 
nicht; und 

5 (3) zuiu Zulassert daB Gas entweicht das wahrend ei- 
ncs \fericapsclungsvcrfahrens vcrwendet wird. 

Das Tragersubsirat 1. niches das cisle Substrat 1A und 
das zweiie Substrat IB aufweist wird aus einem Alunrini- 
10 uxnoxidaubstrat einer verhiiltflismSBig geringen Reinhcit 
(zum Beispiel 90% rein) oder eincm organiscben Material 
ausgebildet 

Es wird auf die Fig. 2A und 2B verwiesen. Der lagenahn- 
liche feuchtigkeitsbestandige Klebstoff 3 kann im voraus 
Durd^gslto^ (obcren) Substrat is auf die Oberflache des Deckelteils. 2 aufgetragen werden, 

IB ausgcbildet, urn Hohlraume zu erzeugen. Die ersten und welche dem Tragersubsirat 1 gegenuberbegt Alternaliv 
zwcilen Substrate 1A bzw. IB werden zu dem einzelnen kann der teuchtigkeitsbestiUidige Klebstoff 3 gleichmSBig 
Tragersubsirat 1 gcstapclt wodurch cin Substrat ausgcbildet auf die gcsamlc Oberflache des Deckelteils 2 aufgetragen 
wird. das cine Menrzahl von Hohlrfiumen 4 aufweist werden. Das Dcckelteil 2 ist aus einem uliradunnen Alunri- 

In F*g. 2A bezeichnet das Bezugszeichen 7 einen Halblei- 20 niumoxidsubstrat einer geringen Reinheit oder einem orga- 
terchip und bezeichnet das Bezugszeichen 8 einen Leiter- niscben Material ausgebildet 

drahL Die jeweiligen Halblei lerchips 7 werden in den Hobt- We es in Fig. 1 gezeigt ist, ist das Deckeiteil 2 groB ge- 
rflume 4 des TOgercubstrats J eingesetzt und die Hoktroden nug. um eine der vier HohlraumfiBchen zu bedecken. Das 
von jedem Halbleiterchip 7 werden roittcls der Leilcrdrahte heiBt das Deckeiteil 2 weisi ungefdhr ein Vienel der Abmes- 
8 mil dem leiienden Muster verbunden, du* auf dem ersien 25 sung des Trugcrsubsirals 1 auf. 

Substrat lAangeordnotbL Dns Herstellungsverfahren des vorbergehend eriamerten 

Fig- 2B2eigl eine Querschnittsansicht die die Halblcitcr- HohlraumgeWuses wird nun beschriehen. • 
chips 7 darstellt, die in dem Tragersubstrat 1 unlergebrachi Das Tragersubsirat 1, das die Hohlraume 4 aufweist, wird 
sind, nachdem sie miuels des Deckelteils 2 und des Klcb- durch Kleben des phuenahnlichen ersten Substrats 1A an 
stoffs 3 verkapselt worden sind Das Bezugszeichen 9 be- 30 das zweite Substrat IB ausgebildet in welchem eine Mehr- 
zeichnet eine Schneidelinie. Fig. 2C zeigt einzelnc Halblei- zahl von Durchgangslocbern in einem Matrixmuster. ausge- 
lergehause (das heiBt Halblcilcrvorrichtungen), die entlang bildet ist. Das Ttagersubstrat 1 weist eine Zweischicbtstruk- 
der Schneidelinie voneinander getrenm worden sind. tur auf und ein Beiorode* muster ist auf lediglich der ersten 

Fig. 4 zeigt eine vergroBene Teilansicbt von Fig. 2B. Schichi (das heiBt dem ersten Substrat 1A) angeordnet Die 

Fig. 4 zeigt eine auf der ROckseite (das heiBt in der Zeich- as zweite Schicht (das hcifil das zweite Substrat IB) diem aU 
nung einer unieren Seite) des TVagersubstrats 1 angeordnete cine Scfaicbt zum Bilden von Hohlraumen. 
freiliegende exierne Elektrode 11. Die cxiernc Hcktrodc 11 We es in Fig, 3A gezeigt ist, werden Gehfluse durch Tei- 
isi elektrisch mil dem lcitcndcn Muster (nicht gezeigt) ver- ien der Innenflache des IVagersubstrats 1 in vier Bereiche 
bunden, welches als cine Hcktrodc in jedem der Hohlrfiume angeordnet, von denen jeder eine Mehrzahl von zusarnrnen- 
4 vorgesehen ist. Die exierne Elektrode 11 wird zum Bilden 40 hflngend ausgebildetcn Hohlraumen aufwcisL Ein Bereich 
eincr clcktriscbcn \crbindung vcrwcndcU wenn das ge- 1C, in welchem kcinc Hohlraumc ausgcbildet sind, wird so- 
uxnnlc HalbleitergehSuse monUert wird. wohl langenweise mittig als auch breitenweise mittig bezug- 

Wie cs in Fig. 3A gezeigt ist. ist das TVagersubstrat 1 in lich des Tragersubstrats 1 derart ausgebUdet, daB er die 
vier Bereiche geteilL wodurch eine Mehrzahl von Gruppen Form eines Kreuzes annimmt Der als Xreuz geformie Be- 
Hohlrauincn 4 gebildct wird. In jedem der Bereiche 45 reich 1C dient als ein TrSger und verieiht dem TYagersub- 



werden die Hohlraume 4 in cincm Matrixmuster ausgebil- 
deL DerngemaB ist das lcitende Muster 4, das zum Bilden ei- 
ncr clcktrischcn \crbindung mil dem cxtcmcn Anschlufi U 
verwendet wird, ebenso gleichmaBig in den vier Ebenenbe- 
reichen (Flfichen) vorgesehen. 

Wic cs aus der in Fig. 3B gezcigicn vergrbBcrtcn Tcil- 
draufsicht zu sehen ist wird eine Mehrzahl von Durch- 
gangslocbern in einer Menge von einem pro Hohlraum 4 
derart ausgebildet daB sie das Tragersubsirat 1 durchdrin 



strai 1 Fesdgkeit 

Weiterhin werden die Durchgangslocher S derart ausge- 
bildet daB sie die ROckseite des Tragersubstrats 1 derart 
durchdringen, daB sic sich an den Ecken der jcweiligeo 
SO Hohlrfiume 4 befinden. 

Die Halblcitcrcbips 7 werden in die jtwciligcn Hohl- 
raume 4 eingesetzt die auf dem Tragersubsirat 1 ausgcbildet 
sind, und jeder der Halblei terchips 7 wird elektrisch mittels 
eines Leiterdrahts 8 durch Druckkontaktieren oder Draht- 



gen. Das Bezugszeichen 6 bezeichnet die Elektrode, die auf S5 kontaktieren ink dem extemen Anschlufi 11 verbunden. 

der Oberflache des Halbleiterchip 7 ausgcbildet ist der in Nach einem Beenden des Druckkontaktier- oder Drahtkbn- 

den Hohlraum 4 eingesetzt ist taktierverfahrens wird das Deckeiteil 2 auf jedem der vier 

Die Durchgangslocher 5 sind derart ausgebildet daB sie Bereiche (Hachcn) des Tragcrsubslrals 1 angeordnet Zu 

das Tragersubsirat 1 durchdringen, das das erste Subslrat 1A diesem Zeitpunki bctragi die Abmessung des Deckelteils 2 

und das zweite Substrat IB aufweist. Die Durchgangslocher 60 ein Viertel von der des TYagersubstrais 1. 

5 sind aus drei Griinden vorgesehen: Nachfolgend wird der feuchligkciisbestfindige Klebstoff 

(oder ein Befestigungsmaterial) 3 durch Ausuben von 

(1) Zum FUhren einer metallisierten Schicht die zum Warme oder Druck abgebunden. 

elektrischen Vbrbindcn des leiienden Musters verwen* Das Trtgersubsuai 1, das die daraur geklcbten Dcckel- 

dct wird, das auf der vordercn Fltlehc des ersten Sub- 65 telle 2 aufweist, wird an cincm Schncidcband bcfcsdgi und 

strais 1 A angeordnei ist zu dem freiliegenden exiemcn cntlang der Schncidclinicn millcls eincr Zcrschncidcvor- 

AnschluB 11. der auf der RUckseite des ersten Substrats richlung getrennt wodurch Halbleiiervotrichtungsgehause 

1A angeordnei ist hcrgeslcUt werden, die allc den einzelnen Halbleiterchip 7 
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efflhalien. 80 <icn E^ 60 der jewciligen Hoblrttume 4 angeordnei sind. 

In dcr vorhcrgchcnden Beschrcibung isi die Struklur des Worm sich die Hohlr3umc 4 ira Verlauf cincr Warmebc- 
Hohlraumgchauscs und das Herstellungsvcrfahren eines handlung, die wShrcnd des Verkapsclungsverfahrens durch- 
HalhlcUeqsehauses heschriehen worden. Nun werden die gefuhrt wird, im Volumen ausdehnen. dringt die T-ufU die 
Charakierisiliken und Vbrzuge des Hohlraumgchauses und > kraftvoll von innerhalb den Hoblraumen 4 cniweicht, in den 
diejenigen des Hcrsicliungsverfahrens des Gehauses gemaB fcaum zwischen den Deckelieilen 2 und dem TYagersubstrat 
dem ersten Ausfuhrungsbeispicl der vorliegenden Erfindung 1 ein, wodurch Bbsen bzw. EinschlUsse veruraacht werden. 
beschrieben. Jedoch wirken die Durchgangslocher 5 als Entluftungslo- 

(1) In dem ersien Ausfilhrungsbeispiel dcr vorliegenden cher zura Freigeben dcs Gases, das in dem Hot angesam- 
Erfindung werden die Hidblcitcrchips 7 in den jcwciligen 10 melt ist, wodurch das Ausbilden von Blasen verhinden wird 
Hohlraumcn 4 unLergebracht, die in dem plauenShnlicbcn und daher die Wahrscheinlichkeit eines Leckausfalls ver- 
Tragcrsubstrai 1 ausgcbildet sind. und werden die Deckel- nrindert wird. 

teile 2 auf das Halblcitersubslrat 1 geklebi. Das Halbleiter- Bci eincm Hochfrequcnz-Halbleitcrchip wird im allgc- 
substrat 1 wird dann zerschnitten. Folglich kann das Hohl- mcincn ein Passivicrungsfibn, der auf dem Halbleiterchip 
raumgehfiuse die glcichen Verkapselungs- undTYenncharak- u angeordnci ist, dcran ausgcbildet, daB er so dllnn wic mbg- 
terisliken wie diejenigen erzielen, die durcb SpritzgieSen er- iich ist, um die Cbarakierisliken dcs Halbleiterchip aufrecht- 
zielt werden. zuerhaUen. Wenn niclit verhinden wird, daB Eeuchugkeit 

Wciicrhin ergeben sich bci dem Hohlraumgchuusc die das Halbicitcrgchausc crrcicht, werden die Cbaraktcristikcn 
gleiche Ergiebigkeit und die gleichen Xosten wie diejeni- dcs HalblekergehUuscs verschlechtert' Aus diescm Grand 
gen, die sich bei cinem GuBgehause ergeben, wahrend der 20 ist ein Leckausfall rricht akzeptabcL 
Vorieil ciner Hohlraumgehausestruktur hinnchOich von (4)Weiterhio wird in. dexn ersten AusfOhrungsbeispiel dcr 
Hocbfrequenzcharakicrisliken aufrechterhalten wird. Insbc- vorliegenden Erfindung das Tragersubstrat 1 in cincr Zwei- 
sondcre kann cine Ergiebigkeit, die sich auf ein \ferkapse- schichtstruktur ausgebildcL Eine Eletoodenvcrdrahtung ist 
lungsvetfahren btzieht, verglichen mil derjenigen, die sich auf.iediglich dcr ersten Schicht 1A des Substrata 1 angeorov 
bci cinem hcrkiimiulichen GuBgehause ergibt, bedculsam 25 nei und die zweile Schicbl IB bildeL die Hohlrauiue 4 und 
verbessert werden. verhinden ein Ausbilden von Harzkegeln 2U dem Zeitpunkt 

(2) Wlc cs in den Fig. 1 bis 2C gezeigt ist, werden die eines Vtrkapselns der DeckcUeile 2. 
plauenahnlichcQ Deckelteile % die jewcils cinen darauf auf- Im aUgemcinen entstehu wenn Harz einer nicdrigen Vis- 
getragenen Klcbstofif aufweisen, auf dem Tragersubstrat 1 kositat als ein Kebstoff zu Verkapselungszwccken verwen- 
angeordoei, das die Hohlraumstruktur airfweist, und wind 30 del wird, ein HarzfluB, wenn das Harz wfihrend des Verkap- 
das Tragersubstrat 1 durcb Zcrschnciden oder miuels cincr selungs vcrfahrens ansgehfirtet wird, wobci dies zurn Ergeb- 
DrahtsSge getrennt. nis hat, daB das Harz die cxtcrnc Elektrodc, die auf der In- 

Obglcich mchrcrc Verfahren und getrennte Gchausc nenftachc dcr Durchgangslochcr 5 vorgescben ist, und ins- 
(PKC) verfUgbar sind, ergibt etn Verwenden des Zerschnci- besonderc den oberen Abschnitt der Elekirode bedeckt, die 
deverfahrens oder der Drahisage, wie sie in dem ersten Aus- 35 auf der lnnenflache der Durcbgangsl&cber 5 vorgesehen ist. 
fUhrungsbcispiel der vorliegenden Erfindung verwendet In dicsem Fall klebl kein Lot an der extemcn Hektrode, 
werden, die folgenden vorieilhaf len Ergebnisse. wenn dcr Endbenutzer das HalbleiiergehSusc auf eine Platte 

montiett, was zu einem Ausfall luhrt Insbesondere flieBt in 

(A) Eine Belasmng, die, wenn die Gehfiuse getrennt dem Fall eines Iragexsubsirats, das keine zweite Schicht 
werden, auf die verkiebtc Oberflache ausgetibt wird. 40 aufweist, Harz zu dcr Elcktrode, die auf lnnenflache der 
cntlang welcher die. Deckelteile 2 und die Gchausc be- Durchgangslocher vorgescben ist, was cinen Ausfall venir- 
fesligl sind, kann vermindcrt werden, wodurch ein Ab- sachL 

blattern der verklebtcn Oberflache verhinden wird und In dem ersten Awfuhrungsbeispiel der vorliegenden Er- 
einc luftdichte Unversehnhcit sichergestellt wird. findung weist das Tragersubstrat 2wei Schichten auf und 

(B) Die AuBenabniessung des deran getrennten Ge* 45 verhinden daherdicDicke der Zwcischichtsiruktur cin Aus- 
hauscs weist einen hohen Gcnauigkeitsgrad auf. bilden eines Harzkegcls. 

(Q Ein Verwenden eines Laserschneidcverfahrens (SJ'Wejierhin wird in dem ersten Ausfilhrungsbcispiel der 
kann ein Problem eines Einbringens von Brandstellen vorliegenden Erfindung ein Aluminiumoxidniaierial einer 
oder von Verschmulzungen endang der geschnittenen geringen Reinhcit fur das Tragcrsubstrat 1 und die Deckel- 
Obcrflaclie einbringen. ha Gegensatz dazu ergibt sich 50 leils 2 verwendet. Alternativ konnen die Deckelteile 2 aus 
bei einem Verwenden des Zerschneidcverfaureas oder cinem dtlnnen Material odei cinem organischen Maierial 
dcs Sagedrahts ein \bncil von keineo Brandstellen ausgebildet werden, 

oder Verschmutzungen. Bin Aluminiumoxidmaterial eincr geringen Rcinheit 

(D) Hn plauenahnlicbes Deckclteil, das eine klcine weist cine hervorragende Zenchncidccharaktcristik auf, 
Dickc (kleiner als 1 ram) aurweist, wird als das Dek- 55 wodurch eine vcrhaitnismSBig schnelle Verarbeitungsge- 
kelieil 2 verwendeu Kostcn, die durch die Deckelteile 2 schwindigkeit rcalisiert wird und die Lcbcnsdauer eincr 
verursacht werden, konnen durch Ausbilden der Dck- Klinge dci Zcrschneidcvorrichtung vcriangcrt wird. 
kcllcilc 2 in der Fonn eincr Platie vennindert werden. Ein diinnes keramisches oder ein orgamsches Substrat 
Weiterhin bringu do sich die Deckelteile 2 bcrcits in ei- wird fur die Deckelteile 2 verwendet. Obgleich sich Alurai- 
ncr Plattenform befinden. ein Anordnen der Deckel- 60 niumoxid, das in dem Tragersubstrat 1 entbaJten ist, in ci- 
teile 2 auf den Geliausen kein Posihonieren mil sich. nem vcrhalmismaBig groBen Grad vcrkrummt oder vcrbiegt, 
wodurch Kosten vermindcrt werden, 'die sich auf ein kdnnen die Deckelteile 2 ebenso ausreichend der-VcrkrUm- 
Hersieilungssysjsm bcziehen. mung oder Vcrbiegung in dera TVfigcrsubstrat 1 folgcn, 

wenn die dtlnnen Deckelteile 2 zuni Verkapseln verwendet 
(3) WiccsindcnFig.3Abi5 4gczcigtisu werden in dcin « werden, wodurch gutc V&rkapsclungscharaktcrislikcn si- 
ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung die chcrgcstclli werden, und bewirkt wird, daB die Deckelteile 
Durchgangslocher 5 derart in dem Tragersubstrat 1 ausge- lcichter zu zcrschnciden sind. 

bildet, daB sie sowohl die RUckseitc durchdringen als auch (6) In dem ersten Ausfiihrungsbeispicl der vorliegenden 
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Erfindung werden die Gch&usc gcrnSB dcm folgendcn Vcr- 
falircn angcordcct: das hriPi durch glcichmaDi^cs mien dcr 
Inncnflachc des TYagersubstrals 1 in vier Eachon, durch 
Ausbildcn eines als Kreuz gefonmen Tragers in dcr Miue 
des TrSgcrsubslrats und durch Herslcllcn dcr Deckelteile mil 
cincm Vicrtcl dcr Abmcssung des TYagersubstrats (siehe 
Fig. 1 bis 3B). 

Wenn das Tragersubstrat gr6Ber und dQnncr wird, vcrrin- 
gen sich die Fesiigkcii des TYagersubsirats, Jedoch fofit ein 
Ausbildcn dcs als cin Kreuz gcfonntcn Tracers in dcm Tra- 
gersubstrai ein Erh3hcn dtr Fesiigkcii dcs Tragcrsubstrats 
zu. 

Weiterhin kann das Vcrkruinmen in dern gesamten Tr8- 
gersubstrat durch Presscn dcs als Kreuz geforiuten TYagers 
wahrend dcs DrahikoniakUervcrfahrens vermindert werden, 
was ein stabiles Konlaktiercn bcwirkt. 

Aus diesen GrUndcn kann, solange die Deckelteile ebenso 
derail ausgebildei werden, daG sic die gleiche Abnicssung 
wic die vicr Flachen annehmen, die auf dem Trfigersubstrat 
ausgebildei sind (das heiBi ein Viertel der Abmessung dcs 20 
Tragcrsubstrats), das Verkrtliiwncn in dcm TrSgcrsubstrat, 
das von cincr Differenz in einer ihermischco Ausdehnung 
hcrruhrt, wahrend des Verkapselungsverfahrens vcrringert 
werden, und kann ebenso die Restspannung in dcr Miitc und 
den Enden der DeckclAachen vcrringert werden. 

(7) Weiterhin kann in dcm ersten Ausfuhrungsbcispiel der 
vorliegenden Erfindung cin organisches Substrat, wie zum 
Beispiel ein Material auf Glasepoxidbasis, anstelle eines 
Aluminiumoxidmalcrials fur das Tragcrsubstrat verwendet 
werden. 

Obgleicb ein Aluminiumoxidmaterial untcr Berucksichti- 
gung cincr Vcrschlechterung der Hocbfrequenzcharaklcri- 
stiken dcs Halblcitergehauses in dem C-Baod Oder dcmKu- 
Band ausgewShll wird, kann die Verschlechterung dcr Cha- 
rakteristiken des Halbleitergehauses veraachlUssagbur wer- 
den, wenn die Gehauscabmcssung klein ist In einem derar- 
tigen Fall kann, solange ein Glasepoxidrnaterial, welches 
eine hervorragende Gcbausctrenncharakteristik aufweist 
und gegentlber cincm Vbrkrumrnen bestandig ist, fUr das 
TYagersubsirat verwendet wird, cine ErgiebigkeU dei Halb- 40 
leitergehuuscs stark ciholu werden. 

Nachstchcnd erfolgt die Beschxeibung cincs zweiten Aus- 
filhrungsbcispiels der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 5 zeigt cine vergruBerteTejldraufBicht zum Beschrei- 
ben cines Hohlraumgehauses genulB dcm zweiten Ausfiib- 45 
rungsbeispicl der vorliegenden Erfindung. die das Tragcr- 
substrat 1 darstelll, bevor das Trfigcrsubstral 1 vcrkapselt 
wird. 

Wcnn sieh das Vfolumen jedes Hohlraurns 4 wiUuend der 
Warmebehandlung ausdehnt, die bci dem Vcrkapfitlungs- 
verfahren durchgcfUhrl wird, wird die innere Lufl derart 
kraftvoll verdrSngt, das sic in den Raum zwischen den Dek- 
kelieilen 2 und dcm TYagersubstrat 1 eindringu wodurcb 
Blasen erzcugi werden. Wie es in \ferbindung mit dem er- 
sten AusfiJhrungsbeispjel der vorliegendcn Erfindung be- 
schrieben worden ist, cmwcichcn die mcisten der Blasen aus 
den Durchgangslochcrn 5, die in dcr oberen FlSehc dcs 
zweiten Substrats IB (das heiBl dcm obcren Substrai) des 
Tragersubstrats 1 ausgcbildct sind. Jedoch bleiben einige 
der Blasen in den Scbneidelinien, die zum Trennen der 
Halbleiiergchause verwendet werden. 

Die Blasen bewirken kcine Lcckausfalle, wahrend das 
Tragersubstrat in dcr Form eines lagenahnlichen Substrats 
blcibL Jedoch kbnnen, wcnn die Halbleiiergchause getrenm 
werden. die Blasen Lcckausfalle vemrsachen, 

Um dcrartige Leckausf&lle zu verhindern, werden Rillen 
10A derart in der oberen RSche dcs TrSgcrsubstrats 1 ausge- 
bildet, daB sic mil den angrenzenden Durchgangslochcrn 5 



25 



30 



35 



50 



55 



CO 



6S 



in Verbindung stehen. Weiterhin werden ebenso Rillen 10B 
derart in dcm Tragcrsubstrat J ausgcbildct, daB sic die Rillen 
10a mil den Hohlruumcn 4 vorbinden. Ein Ausbildcn von 
derartigen Rillen 10A und/oder 10B flihrlzu einem akiivcn 
Freigeben dcr Blasen, die in dcr Schncidelinie bleiben, wo- 
durch Leckausflille in den Halblcitergehausen nach einem 
Zcrschneiden vermindert werden. 

Nachsiehend erfolgt die Bcschrcibung eines dritten Aus- 
fillvungsbcispicls dcr voriiegenden Erfindung. 

Fig. 6 zcigt cine vcigrdficrteTeilqucrschniUsansichl zum 
Beschreiben eines Hohlraumgchfiuscs gemaB dem driuen 
Ausfuhrungsbcispiel dcr vorliegendcn Erfindung. die das 
Tragcrsubstrat 1 zcigt, nachdem es verkapselt worden ist. 

In dem Fall, in dcm Harz einer niedrigen Viskosilfit fur 
das VcrkapselungsklebsiofFuuierial 3 verwendet wird, kann, 
wenn cine HarzfluB zu dem Zeitpunkt eines Aushartcns des 
Harzcs wahrend des verkapselungsvcrfahrerts cntstebt und 
wcnn die Durchgangslochcr 5 in dcm TYagersubstrat 1 mil 
einem konstantcn Durchmcsscr bzw. einer konstantcn Boh- 
rung ausgebildei sind, das Harz den oberen Abschnia der 
externen Elektxode 11 bedecken, die auf dcr Inoenflache dcr 
Durchgangsl6chcr S vorgeschen ist Id einem deranigen Fall 
wird, wenn der Eodbenutzer ein Halbleiterget>&use auf cine 
Platte montiert, kein Lot an der exlcnien Elektrode baft en, 
wodurcb ein Ausfall vcrursacht wird. 

TJm einen derartigen Ausfall zu verhindern, werden, wie 
es in Fig. 6 gczcigt ist. Durchgangslbcher 5A, die in dcm er- 
sten Substrat 1A (das bciBt dem ersten unteren Substrat) 
ausgebildei sind, derart ausgebildet, daS sie eicicn klcineren 
Durchmesser als Durchgangslocher 5B aufweisen, die in 
dem zwciien Substrat IB (das beiBt dem zweiten oberen 
Substrat) ausgebildet sind. Kurz gesagt wird eine Stufe in 
den Durchgangslochcrn 5 zwischen dcm ersten Substrat XA 
und dem zweiten Substrat IS ausgebildei, welche verhio- 
dcrt, da£ das Harz in dxc.Durdigangslocher 5A eindringt, 
die in dcm ersten Substrat 1A ausgebildet sind. Auch wenn 
Harz einer niedrigen Viskosiult als der Vcrkapseluogskleb- 
stofT 3 verwendet wird, wird der obere Abschnitt des exter- 
nen Anschlusses U nicht von dem tiarz bedeckt 

Nachstchcnd erfolgt die Beschreibung cincs vierten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegendcn Erfindung. 

Fig. 7 zeigt eine perspektivische Ansicht zum Beschrei- 
ben eines HohlraumgehSuscs gcmaB dem vierten Ausfuh- 
rungsbcispiel der vorliegendcn Erfindung. die den Zustand 
des Klebstoffs zeigt, der auf eine Verkopselungsfliichc des 
Dcckelteils 2 cufgelragcn ist, bevor das Deckelteil 2 zum 
Verkapseln vcrwcndci wird. 

Der Verkapselungsklcbstoff 3, der in dem ersten Ausfuh- 
rungsbcispiel der vortiegenden Erfindung verwendet wird, 
nimrot eine lagcn^hnlicbc Form an. Wcnn die Deckelteile 2 
durch Erhtihen dcr WSrmcmcnge, die wahrend dcs Vcrkap- 
selungsverfahrens zugefubrt wird, an das Tragersubstrat 1 
geklcbt werden, bleiben Blaseru die in dcm Verkapselungs- 
klcbstoff 3 cniwickelt werden. in dcr Lagcnoberflache von 
diesem zuriick. TJm ein Ausbildcn dcr Blasen zu verhindern, 
wird das Muster des Klebstoffs ven einer Lage zu einem 
Punktmusicr gcfindcri. Das Bczugszeichcn 12 bczcichnct ei- 
nen punkigemustenen Klebstoff. dcr auf die Oberflfiche des 
Dcckelteils 2 aufgetragen isu welches an das Tragersubstrat 
1 zu kleben isu 

Wcnn das TYagersubstrat 1 verkapselt wird, werden Bla- 
sen, die in dem Klebstoff 12 cniwickelt werden, mittcls des 
Raums zwischen den Punkien nach auBen geprtBl und abge- 
geben. Nachdem das Tragersubstrat 1 durch das Deckelteil 2 
vollstandig verkapselt worden ist, bleiben kcinc Blasen in 
dcm Harz zuruck. DemgemiiB entslchl auch nach einem 
Trconco dcs TYagersubstrats 1 in Gchause kein Leckausfall 
in den Halblcitergebausen. 
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In dicsem AusfUhrungsbcispiel dcr vorlicgenden Erfin- 
dung kann jcdcr punklgcmuslcrlc Klebstoflf 12 jeder Hohl- 
rawnfliichc 4 cnlsprcchen, die cinen Halbleiicrchip 7 unier- 
bringt 

Nachsicbend erfolgl die Beschrcibung cincs funften Aus- 
fQhrungsbeispiels dcr vorlicgenden Erfindung, 

In dcni crslcn Ausfuhrungsbeispiel der vorliegendcn Er- 
findung wcrden die Halblciterchips 7 dutch Drahlkontakiie- 
rcn auf dem Tragersubsirai 1 bcfcsiigt, 

D» fOnfte Ausfiihrungsbcispid der vorlicgcndcn Erfin- 
dung ist hinsicbllich dcr Gehau&estruktur und dcs Herstei- 
lungsvcrfahrens gleich zu dent crstcn Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung. Jedoch verwcndct das funfie 
Ausfuhrungsbeispiel dcr vorliegenden Erfindung cin Flip- 
chipkontaklicren anstelle eines Drahtkontaklierens, so daB 
cin Chip dirckt an dem Tragersubsirai 1 bcfcstigt wird, was 
sowohl einen Voneil eines weiiercn Miniaiiirisierens dcs 
Halblcitcrgchauscs als aucb cine Vcrbcsscrung dcr Hochfrc- 
qucnzcharakierisiilc dcs Halblcitergehauses ergibt. 

Die EfTekte und Voneile dcr vorlicgenden Erfindung k6n- 
nen wie folgt zusammengcfaBt wcrden. 

GcmaB der vorliegendcn Erfindung werden Halbleitcr- 
chips in jeweiligen Hohlr&umcn untergebracht, die in einem 
plaitenahnlichen Tragersubstrat ausgebildei sind. Platten- 
Hhnliche Deckelteile wcrden auf das irflgersubslral gcklcbl 
und das Triigersubstrttt wird in Hclbleitergehause ztrscbml- 
len, Als Ergebnis konnen Verkapselungs- und Trenncharak- 
teriytiken erzielt wcrden, welcbe die gleicben wie diejenigen 
sind, die durch SpritzgieBen erzielt werden. 

Weiierhin kann cine Halbleiteivorrichlung einer Hohl- 30 
raumgehUusestrukiur geschaffen werden, wclcbc die gleiche . 
Ergiebigkeit und die gleicben Kosten wie diejenigen sicher- 
sicUu die durcb cin GufigehSuse erzielt werden, und keine 
Vcrsehleehtcrung der HochfrequenzcharakterisLiken be- 
wirkt. x% 

Weiierbin wcrden gemaB der vorlicgenden Erfindung 
DurchgangslSchcr in der Nahe der jeweiligen Hohlraume, 
die in dem Tr$gersubstr*t ausgebildei sind. derarl ausgebil- 
dei, dafl sie zu der Riicksciie von diesern dringen. Die 
Durchgangsl&cber wirken ab Entiuftungslocber fur Blascn. 40 
die in Harz angcsammeli sind, wodureh cin Auflrcten von 
Blasen verhindcrt wird und die Wahrscheinbchkeit eines 
Leckaosfalls verringert wird. 

Weiterhin wcist das Tragersubstral cine Zweischicht- 
siruktur auf. Eine Elektrode isi ledigbcb auf der ersten 45 
Schicht angcordnct und die zweite Schichl bildct die Hohl- 
raume und verbindert cin Ausbildcn von Harzkegeln, wcl- 
che ansonsten w3brend eines Verkapselns des Trfigcrsub- 
strats durch die Dcckelteile verursacht wcrden wurden. Da- 
her vcrhindert die Dicke der zweiten Halbleiierschicht cincn 50 
HarzfluG. 

Weiierbin wird eine Stufc in den Durchgangslochem aus- 
gebildei, was cincn HarifluB verbindert 

Bei dem Verfahren cincs Anordnens von Gchausen in 
dcm Tragersubsirai gemSB dcr vorHegenden Erfindung wird 55 
die InnenflSche des Tragersubsirats in cine Mehrzahl von 
Bcreichcn gcicili und wird cin Trtigcr zwischen den derait 
geieilien Bereichen ausgebildei, was die Fcstigkeit des TVti- 
gersubstrals erhohL 

Die Dcckelteile werden derart klciner gemachl, daB sie £0 
gleich ciner Abmessung dcr jeweiligen Bereiche wcrden. 
die auf dem Tragersubsirai ausgebildcL sind, wodureh cin 
Verkrummcn verhindert wird, welches ansonsten wfihrend 
des Verkapselungsvcrfahrens aufgrund eincr Differenz in 
dcr ihcnnischcn Ausdchnung aufircicn wurdc. Wcilcrhin 65 
kann ebenso eine Restspannung in dcr Mitte und den Endcn 
der Dcckelteile verbindert wcrden. 

Rtllen wcrden in der oberen FlSchc des Tragersubsirats 



19 938 A 1 

10 

dcron ausgebildei, daB sic angrenzende Durchgangslocher 
uiilcinander vcrbinden, Oder wcitere Rillcn wcrden derart 
ausgebildei, d&B sic die angrenzenden Rillcn und die Hobl- 
raume des Tragcrsubstraw verbindert, wodureh Blasen frci- 
5 gegeben werden und die Wahrscheinlichkeit cincs Leckaus- 
falls verringert wird, welche ansonsten bci den Halbleiiergc- 
hausen nach cincm Zerschncidcn auflreien wurden. 

Die Dcckelteile konnen miticls punkigeniusterien Klcb- 
sioffen angeklebt wcrden, was die Wahrschcinlichkeii eines 
10 Leckausfails verringert, welcner ansonsicn wanrend des 
Verkapsclung&verfabrcns auftreten wUrde. 

(iemaB der vorliegendcn Erfindung wird cin Aluminiuin- 
oxidmaterial ciner geringen Reinhcil fur das TWgersubsirai 
und/oder die Deckelteile verwendet. Das Aluminiumoxid- 
15 material ist leichi zu zcrschneiden, laBl eine >fcrwcndung ei- 
ner vcrhaluiismaBigschncllcren Verarbcttungsgcschwindig- 
kcil zu und verUngcu die Lebensdaucr ciner Klinge einer 
Zcrschneidevonichtung. 

En dUnncs keramisches oder cin organiscbes Subslral 

20 kann fUr die Dcckelteile verwendet wcrden, was eine gutc 
Verkapselungscharakieristik sichcrstellt 

GemaB der vorliegenden Erfindung kann ein Subsirat auf 
organischcr Basis, wie zum Beispicl ein Material auf Gla- 
scpoxidbasis, als das l^gersubstrat verwendet werden, 
25 weno es crfordcrlich isU Da> organische SubSlruL laBl ein 
einfaches Trcnnen von Halblciicrgehausen zu, bcwirkl we- 
nig Verkriinunung und Icann cine Ergiebigkeit verbcsserrL 
Offensichllich sind viele Ausgestaltungen und Andcrun- 
gen dcr vorliegenden Erfindung im Hinblick auf die vorner- 
gehenden Ausfuhrungen mbglich. Es versteht sich deshalb, 
daB inncrhalb des Umfangs der beiliegcnden Anspruche die 
vorliegendc Erfindung anders in die Praxis umgescut wer- 
den kann, als es speziuscb beschrieben worden ist 

Wie es zuvor beschrieben worden isu werden erfindungs- 
gemaB Halbleiterchips in jeweiligen Hohlraumen unterge- 
bracht. die in einem pl&Ucnahnlichen Tragersubsirai ausge- 
bildei sind, und werden plattenahnliche Dcckelteile auf das 
Tragersubsirai geklebt. Das Tragersubsirai wird zcrschnit- 
ten, um dadurch eine Mehrzahl von Halbieitergchausen aus- 
zubilden. Durchgangsl&cher sind in dem IWgcrsubstrat zwi- 
schen den Hohlrflumen ausgebildei. Das Iragersubstrai und 
die Dcckelteile werden aus einem Aluminiumoxidmaierial 
einer geringen Rcinheit oder einem organischen Material 
ausgebildei. Die Hohlraumgehauscstrulctur verbindert eine 
Vcrschlechterung ciner Hochfrequcnzcharakterisiik und cr- 
zicll eine hohe rSgicbigkeit 

FatemansprUche 

1. Hcrstellungsvcrfahren einer HalbleitervorrichlUOg, 
das die folgenden Schritte aufweist; 
Untcrbringen eines Halbleiierchip (7) in jedem einer 
Mebrzahl von Hohlraumen (4), die in der HauptflSchc 
cincs plattenalinlichen TViigersubslrals (X) ausgebildei 
sind; 

Kleben eines plauenShnlichen Deckcllcils (2) auf die 
H&upiflache des Trugcrsubsurais (1); und 
Trennen des \-crklebten Trfigcrsubstrals (1) und dcr 
Deckelteile (2) entlang jedes Ramns zwischen angren- 
zenden Hohlriiumen (4), um dadurch eine Mehrzahl 
von Halbieitcrvorrichiungen auszubilden, welche jc- 
wcils den Halbleiterchip (7) beinhalten. 

2. Hcrsicllungsverfahrcn ciner Halbleilcrvorrichlung 
nach Anspruch 1, dadurch gckennzeichnet, daB das 
Trbgcrsubstrai (1) cine Tragcrelcktrodc in dcm Hohl- 
raum (4) aufweist, welche mil ciner SuQcrtn Elektrode 
(U) des Tr&gcrsubs^ats (1) verbunden isu und der 
Halbleiterchip (7) mil dcr Tragcnsleiirode (1) in dem 
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Hohlnumi (4) vcrbunden isL 

3. Hcrticllungjvcrfahrcn cincr Halbfciicrvomchtung 
nacb Anspruch 1 odcr % dadurcb gekcnnzcichnct, daB 
cine Mehrzahl von ersten nurchgangstochern in rfeni 
Trflgersubstrat (1) zwischen angrcnzendcn Holilrau- s 
men (4) ausgebildet isL 

4. Hersiellungsverfahren einer Halbleiiervorrichlung 
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnct, daB Rillen 
(10A) zum Nferbinden von angrcnzcndcn crsicn Durch- 
gangstttchcrn und/odcr Rillen (10B) turn Vcrbindcn 10 
dcs crsicn Durchgangslochs und des Hohlraums (4) auf 
dcr Hauptflachc des Tragersubsirats (1) ausgebildci 
sind. 

5. Hersiellungsverfahren einer Halbfcitcrvorrichuing 
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnei, daB das 15 
Trtfgersubslrat (1) durch Verklebcn eines erstcn plai- 
tcnihnlichen Substrats (IB) und eines zweiien plaucn- 
ahnlichcn Substrata (1A) ausgebildci wird, in wclchcm 
eine Mehrzahl von zweiitn Durchgangslochcrn ausge- 
bildet ist, die den Hohlraumen (4) entsprechcn. 20 

6. Hersiellungsverfahren einer Halblciicrvorrichuing 
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichneu daB die cr- 
sten Durchgarigsiocher cinen ersien AbschniU (5B) 
durcb das crste plattenahnliche Substrat (18) undeinen 
zweiien AbschniU (SA) durch das zweite plallcniihnli-* 25 
che Subsirat (1A) aurweisen, in welchem dei zwcite 
Abschnitl eiaen kleinerea Durcbmesscr als dcr erste 
Abschnitt aufweist. 

7. HereteUungsverfahrea einer Halbleitervorrichtung 
nach Anspruch 1, dadurch gekenozcicbDeL daB das 30 
TVagcrsubstrat (1) durch Verklebeo eines crsteo plai- 
tenahnlicben Substrats (IB) und eines zweiien plaoen- 
ahnlichcn Substrats (1A) ausgebildci wird, in wdchcni 
cine Mehrzahl von zwetten Durchgongslochcrn zum 
Ausbilden einer Mehrzahl von Hohlraumcn ausgebil- 35 
delist. 

8. Hersiellungsverfahren einer Halbleiiervorrichlung 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnei, daB die 
Hohiraumc (4) durch einen Bereich, der keine Hohl- 
rauroe in sich aufweisi, in zwd oder mehr Gruppen ge- *o 
irennt sind 

9. Hersiellungsverfahren einer Halbieitervorrichiung 
nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnei, daB das 
Deckelleit (2) cntsprcchcnd den jeweiligeo Gruppen 
geieill ist und die dcrarr geieilien Deckelteile (2) auf 45 
die Hauplflache der jcwciligen Gruppen geklebl wer- 
den. 

10. HersieUungsvcrfahren einer Halbleiiervorrichiung 
nach einew der Anspruchc 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dcckclieile (2) an die Haupifi Schc dcs 50 
Tragersubsirals (1) durch Aufiragen von punktgemu- 
sterten Klcbsloffen zwischen diesen geklebl wcrden. 

11. Hersiellungsverfahren einer Halbleitervomcbtung 
nach einErn der AnsprUche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Tragersubstrai (1) aus einern Alumi- 55 
niumoxidmaierial einer gcringen Reinbcit Oder eincm 
organischen Material ausgebildci wird. 

12. Hersiellungsverfahren einer Halbleitervorrichtung 
nach einem der AnsprUche 1 bis 11. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Dcckelteil (2) aus eincm Aluminium- 
oxidmaierial einer geringen Reinheil Oder eincm orga- 
nischen Material ausgebildei wird. 

13. Halbleiiervorrichlung. die durch das Verfahren 
nach cinem der AnsprUche 1 bis 12 hcrgcsiclli ist 
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